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１．概要（Summary） 
微細な三次元構造を持つ次世代の半導体集積回路で

は、窒化シリコンを等方的に高い加工寸法精度でエッチ

ングすることが求められる。これに対し著者等は，名古屋

大学との共同研究において、窒化シリコンの新たなサイク

ルエッチング技術を開発した。このエッチングでは，窒化

シリコンの表面に硅弗化アンモニウムを主成分とするから

なる反応層を形成した後に、真空加熱により昇華させる工

程を繰り返す独自の手法を用いている。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

In-situ 電子スピン共鳴（ESR）、ラジカル計測付多目

的プラズマプロセス装置、表面解析プラズマビーム装置 
【実験方法】 

本プロセスではまず、窒化シリコンの表面に弗素と水素

を含むハイドロフルオロカーボン系のプラズマを照射して

活性反応種を供給し、表面に硅弗化アンモニウムを主成

分とする反応層を生成し、100°C 以上に加熱することで

熱分解させ昇華させた。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

結果、エッチング量はラジカル照射時間に依存せず、

エッチング量はサイクル数に比例して増加した。 
 
４．その他・特記事項（Others） 
 なし。 
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６．主な関連特許（Patent） 
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